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RESUMO

O objetivo do projeto ¢ o desenvolvimento de um pulsador compacto com
tensdes de saida de 10 kV, empregando um nutcleo magnético de liga metdlica
(Metglas), o qual possui um valor alto de saturacao de indu¢ao magnética (1,5 T). Uma
técnica de tratamento, chamada de implantacdo i0nica, para melhorar a resisténcia a
corrosdao ¢ aumentar a dureza de materiais aeroespaciais, foi o motivo do inicio do
projeto em 2006 a qual utiliza pulsos de alta tensdo de varios kV. No LAP/INPE, esta
sendo utilizada uma fonte de 4 KV/2 A construida em 2006, que consiste num
modulador compacto composto por um conversor DC acionado por uma chave
semicondutora IGBT com trés transformadores de pulso com nucleo de ferrita ligados
em série, o que eleva o tempo de subida para mais de 3us, causado pela ligacdo
paralela/série dos enrolamentos primarios e secundarios. Portanto, um dos principais
objetivos do projeto, a partir 2012, foi o de desenvolver uma novo pulsador similar com
apenas um transformador de pulso com nucleo de ferrita, que pudesse alcancar 10 kV
com tempo de subida de pulso menor do que 1ps, baseado nesta fonte de 4 kV/2A.
Contudo, o nucleo de ferrita apresenta um baixo valor de saturacdo de indugdo
magnética (0,3 T), limitando a tensdo maxima obtida em 5 kV. Deste modo, o
programa de Iniciacao Cientifica iniciado em agosto/2014 teve como objetivo principal
o aprimoramento do projeto, utilizando um novo nucleo de Metglas com alto valor de
indug¢do magnética e menor nimero de espiras no secundario para a diminui¢cdo da
indutancia de dispersdo e, consequentemente, redu¢do do tempo de subida de pulso.
Entretanto, no momento o fator limitante para se atingir 10 kV usando o ntcleo parece
residir no circuito de driver da chave semicondutora IGBT que limita a tensdo de saida
em 4-5 kV novamente, elevando o tempo de subida de pulso para mais de 4us,
aproximadamente, devida a alta corrente de porta da chave requerida. No presente
trabalho, estamos desenvolvendo uma nova técnica de circuito de porta que permitira
que o dispositivo IGBT chaveie rapidamente com rapidos tempos de subida de pulso,
nao limitando a tensdo de saida, usando para isto um driver especial de 30 A.
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